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(57)【要約】
【課題】製造プロセスが簡単であり、発光装置の消費電
力を大幅に低減し、発光効率を向上させること。
　　【解決手段】ＲＧＢ画素領域を有する有機エレクト
ロルミネッセンス表示装置は、その赤色発光層（４）及
び緑色発光層（５）と第１の有機機能層（１２）との間
に光学補償層（１０、１１）が設置され、該光学補償層
（１０、１１）は、第１の正孔輸送材料及び第２の正孔
輸送材料で製造され、第１の正孔輸送材料の三重項エネ
ルギーレベルが≧２．４８ｅＶであり、ＨＯＭＯエネル
ギーレベルが≦－５．５ｅＶであり、第２の正孔輸送材
料のＨＯＭＯエネルギーレベルが＞－５．５ｅＶであり
、かつ第１の正孔輸送材料と第２の正孔輸送材料のＨＯ
ＭＯエネルギーレベル差が≦０．２ｅＶであること。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板と、前記基板上に順に形成された第１の電極層（１）、複数の有機層及び第２の電極
層（８）とを含み、前記有機層は、第１の電極層（１）上に設置された第１の有機機能層
（１２）、発光材料層及び第２の有機機能層（１３）を含み、前記発光材料層は、赤色発
光層（４）、緑色発光層（５）及び青色発光層（６）を含む、ＲＧＢ画素領域を有する有
機エレクトロルミネッセンス表示装置であって、
前記赤色発光層（４）及び緑色発光層（５）と前記第１の有機機能層（１２）との間に、
それぞれ光学補償層が設置され、前記光学補償層は、第１の正孔輸送材料及び第２の正孔
輸送材料で製造され、前記第１の正孔輸送材料の三重項エネルギーレベルが２．４８ｅＶ
以上であり、ＨＯＭＯエネルギーレベルが－５．５ｅＶ以下であり、前記第２の正孔輸送
材料のＨＯＭＯエネルギーレベルが－５．５ｅＶより大であり、かつ前記第１の正孔輸送
材料と第２の正孔輸送材料のＨＯＭＯエネルギーレベル差が０．２ｅＶ以下であることを
特徴とする、ＲＧＢ画素領域を有する有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項２】
前記光学補償層は、前記赤色発光層（４）と前記第１の有機機能層（１２）との間に設置
された赤色光学補償層（１０）と、前記緑色発光層（５）と前記第１の有機機能層（１２
）との間に設置された緑色光学補償層（１１）とを含むことを特徴とする請求項１に記載
のＲＧＢ画素領域を有する有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項３】
前記赤色光学補償層（１０）における第１の正孔輸送材料と第２の正孔輸送材料の質量比
は１：９９～９９：１であることを特徴とする請求項２に記載のＲＧＢ画素領域を有する
有機エレクトロルミネッセンス装置。
【請求項４】
前記緑色光学補償層（１１）における第１の正孔輸送材料と第２の正孔輸送材料の質量比
は５：９５～５０：５０であることを特徴とする請求項２に記載のＲＧＢ画素領域を有す
る有機エレクトロルミネッセンス装置。
【請求項５】
前記緑色光学補償層（１１）における第１の正孔輸送材料と第２の正孔輸送材料の質量比
は１０：９０～３０：７０であることを特徴とする請求項４に記載のＲＧＢ画素領域を有
する有機エレクトロルミネッセンス装置。
【請求項６】
前記第１の正孔輸送材料は、式（１）又は式（２）に示す構造であることを特徴とする請
求項１～５のいずれか一項に記載のＲＧＢ画素領域を有する有機エレクトロルミネッセン
ス装置。

ここで、式（１）において、前記ＡとＢは、それぞれ独立してフェニル基、ナフチル基又
はフェニルアミノ基から選択され、
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ１５、Ｒ１６、Ｒ１７及びＲ１８

は、同一でも異なってもよく、それぞれ独立して水素元素、ハロゲン元素、ＣＮ、ＮＯ２

、アミノ基、Ｃ６－Ｃ３０の縮合環アリーレン基、Ｃ６－Ｃ３０の縮合複素環アリーレン
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基、Ｃ６－Ｃ２０のアルキル基又はＣ６－Ｃ３０のアルコール基から選択され、
Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１及びＲ１２は、同一でも異なってもよく、それぞれ独立してＣ６－
Ｃ３０のアリール基から選択され、
式（２）において、Ａ１とＡ２は、それぞれ独立してＣ６－Ｃ３０のアリール基又はＣ６

－Ｃ３０の複素環式アリール基から選択され、Ｒ１’は、水素、アルキル基、アルコキシ
基又は塩基であり、
また、式（２）は同時に以下の条件を満たし、
Ａ１又はＡ２の少なくとも１つは環状縮合構造である。
【請求項７】
前記第１の正孔輸送材料は、式（ＨＴＬ１－１）～（ＨＴＬ１－１０）に示す構造である
ことを特徴とする請求項６に記載のＲＧＢ画素領域を有する有機エレクトロルミネッセン
ス装置。

【請求項８】
第２の正孔輸送材料は、式（３）、式（４）、式（５）又は式（６）に示す構造のインデ
ノフルオレン誘導体であることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載のＲＧＢ
画素領域を有する有機エレクトロルミネッセンス装置。
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前記ＡとＢは、それぞれ独立してフェニル基、ナフチル基又はアニリン基から選択され、
Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１和Ｒ１２は同一でも異なってもよく、それぞれ独立してＣ６－Ｃ３

０のアリール基から選択され、
Ｒ１３は、Ｃ１－Ｃ６のアルキル基又はヒドロキシ基から選択される。
【請求項９】
前記Ｒ１３は、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチ
ル基、ｎ－アミル基又はｎ－ヘキシル基であることを特徴とする請求項８に記載のＲＧＢ
画素領域を有する有機エレクトロルミネッセンス装置。
【請求項１０】
前記第２の正孔輸送材料は、式（ＨＴＬ２－１）～（ＨＴＬ２－１８）に示す構造である
ことを特徴とする請求項８に記載のＲＧＢ画素領域を有する有機エレクトロルミネッセン
ス装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、有機エレクトロルミネッセンス装置の技術分野に関し、特に光学補償層を有す
る有機エレクトロルミネッセンス装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
有機エレクトロルミネッセンス装置ＯＬＥＤの発光層は、主に、蛍光材料のみを用いるか
、燐光材料のみを用いるか、又は蛍光材料と燐光材料の混合物を用いて製造される。ＬＥ
Ｄ表示装置は、赤、緑、青の３種類の画素で構成され、トップエミッションＯＬＥＤデバ
イス構造を採用する場合、３種類の画素の発光波長が異なるので、発光層の厚さには一定
の差が存在し、一般的には、１層の光学補償層を用いて各発光層の厚さを変更し、最も厚
いときに該厚さが１００ｎｍ以上であるため、デバイスが低電圧及び高効率の特徴を有す
るように保証するために、該層は非常に高い電荷移動度を有する必要がある。
【０００３】
従来の光学補償層に用いた材料は、三重項エネルギーレベルが高いが、一般的に移動度が
低いので、厚くすることができず、光学補償層とすると、駆動電圧が高く、また、移動度
が高い材料は、三重項エネルギーレベルが低いため、緑色光デバイスの効率に影響を与え
る。現在、用いられる光学補償層は、ＨＩＬとＨＴＬとの間に位置し、高い正孔移動度（
ＮＰＢの移動度の１．５～２倍）の材料を光学補償層として用いるが、このような設置方
式は、ある程度で有機層の厚さの増加を改善し有機発光デバイスの駆動電圧に影響を与え
ないが、様々な発光材料の特別な電気的特性要件を考慮せず、有機発光デバイスの効率を
効果的に向上させて、表示装置の消費電力を低減することができない。
【０００４】
サムスン株式会社のＣＮ２０１２１０３９５１９１．７にはエレクトロルミネッセンスデ
バイスが開示されており、図１に示すように、順に基板１１０、第１の電極１２０、正孔
注入層１３０、正孔輸送層１４０、バッファ層１５０、発光層１６０、電子輸送層１７０
、電子注入層１８０及び第２の電極１９０を含む。前記正孔輸送層１４０は、順に堆積さ
れた第１の電荷発生層１４１、第１の混合層１４２、第２の電荷発生層１４３及び第２の
混合層１４４を含む。第１の電荷発生層１４１の材料は、第１の化合物と第２の化合物を
含んで第１の電荷発生材料を混合した混合物を用いることができ、第１の混合層１４２の
材料は、第１の化合物と第２化合物を含む混合物を用いることができ、第２の電荷発生層
１４３の材料は、第３の化合物と第４の化合物を含んで第２の電荷発生材料を混合した混
合物を用いることができ、第２の混合層１４４の材料は、第３の化合物と第４の化合物を
含む混合物を用いることができ、この面では、第３の化合物と第４の化合物の重量比が６
：４～８：２である。該特許において、電荷発生層が有効な励起子阻止作用を果たすこと
ができいため、バッファ層を用いる必要がある。
【０００５】
ＣＮ２００５１００７７９６７．０にはエレクトロルミネッセンスデバイスが開示されて
おり、図２に示すように、該デバイスは、緑色光画素領域２００及び第１の正孔輸送層１
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８－１の上に第２の正孔輸送層１８－２が設置され、赤色光画素領域３００及び第１の正
孔輸送層１８－１の上に第２の正孔輸送層１８－２及び第３の正孔輸送層１８－３が設置
されている。前記第１の正孔輸送層１８－１、第２の正孔輸送層１８－２及び第３の正孔
輸送層１８－３は、それぞれ異なる材料で製造することができるが、各層の正孔輸送層は
同じ材料で製造される。該特許では混合構造の正孔輸送層を用いて発光効率を向上させ、
このような設置方式はある程度で発光層の厚さを改善したが、緑色光学補償層に適用され
るＨＴＬ材料に対して高い三重項エネルギーレベルＴ１を有しＨＯＭＯエネルギーレベル
が≦－５．５ｅＶである必要があり、このような材料の移動度は一般的に低く、厚くする
ことができないため、デバイスの駆動電圧が高い。
【発明の開示】
【０００６】
そのために、本発明は、従来の技術における赤色光及び緑色光学補償層に用いられる材料
に移動度が低いか又は材料の励起子阻止作用が低いという技術的問題を解決するために、
光学補償層がエネルギーレベル差が異なる２種類の正孔輸送材料を用いて製造され、発光
装置の消費電力を大幅に低減し、発光効率を向上させることができる有機エレクトロルミ
ネッセンス装置を提供する。
【０００７】
本発明は、上記有機エレクトロルミネッセンス装置の製造方法をさらに提供する。
【０００８】
上記技術的問題を解決するために、本発明は以下の技術手段を採用する。
ＲＧＢ画素領域を有する有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、基板と、前記基板上
に順に形成された第１の電極層、複数の有機層及び第２の電極層とを含み、前記有機層は
、第１の電極層上に設置された第１の有機機能層、発光材料層及び第２の有機機能層を含
み、前記発光材料層は、赤色発光層、緑色発光層及び青色発光層を含み、前記赤色発光層
及び緑色発光層と前記第１の有機機能層との間に、それぞれ光学補償層が設置され、前記
光学補償層は、第１の正孔輸送材料及び第２の正孔輸送材料で製造され、前記第１の正孔
輸送材料の三重項エネルギーレベルが≧２．４８ｅＶであり、ＨＯＭＯエネルギーレベル
が≦－５．５ｅＶであり、前記第２の正孔輸送材料のＨＯＭＯエネルギーレベルが＞－５
．５ｅＶであり、かつ前記第１の正孔輸送材料と第２の正孔輸送材料のＨＯＭＯエネルギ
ーレベル差が≦０．２ｅＶである。
【０００９】
前記光学補償層は、前記赤色発光層と前記第１の有機機能層との間に設置された赤色光学
補償層と、前記緑色発光層と前記第１の有機機能層との間に設置された緑色光学補償層と
を含む。前記赤色光学補償層における第１の正孔輸送材料と第２の正孔輸送材料の質量比
は１：９９～９９：１である。前記緑色光学補償層における第１の正孔輸送材料と第２の
正孔輸送材料の質量比は５：９５～５０：５０であり、好ましくは１０：９０～３０：７
０である。
【００１０】
前記第１の正孔輸送材料は、式（１）又は式（２）に示す構造である。　　　　　　　　

　ここで、式（１）において、前記ＡとＢは、それぞれ独立してフェニル基、ナフチル基
又はフェニルアミノ基から選択され、
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Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ１５、Ｒ１６、Ｒ１７及びＲ１８

は、同一でも異なってもよく、それぞれ独立して水素元素、ハロゲン元素、ＣＮ、ＮＯ２

、アミノ基、Ｃ６－Ｃ３０の縮合環アリーレン基、Ｃ６－Ｃ３０の縮合複素環アリーレン
基、Ｃ６－Ｃ２０のアルキル基又はＣ６－Ｃ３０のアルコール基から選択され、
Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１及びＲ１２は、同一でも異なってもよく、それぞれ独立してＣ６－
Ｃ３０のアリール基から選択され、
式（２）において、Ａ１とＡ２は、それぞれ独立してＣ６－Ｃ３０のアリール基又はＣ６

－Ｃ３０の複素環式アリール基から選択され、Ｒ１’は、水素、アルキル基、アルコキシ
基又は塩基であり、
また、式（２）は同時に以下の条件を満たし、
Ａ１又はＡ２の少なくとも１つは、環状縮合構造を有する。
【００１１】
前記第１の正孔輸送材料は、式（ＨＴＬ１－１）～（ＨＴＬ１－１０）に示す構造である
。

【００１２】
第２の正孔輸送材料は、式（３）、式（４）、式（５）又は式（６）に示す構造のインデ
ノフルオレン誘導体である。
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前記ＡとＢは、それぞれ独立してフェニル基、ナフチル基又はフェニルアミノ基から選択
され、
Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１及びＲ１２は、同一でも異なってもよく、それぞれ独立してＣ６－
Ｃ３０のアリール基から選択され、
Ｒ１３は、Ｃ１－Ｃ６のアルキル基又はヒドロキシ基であり、好ましくは、前記Ｒ１３は
、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、ｎ－ア
ミル基又はｎ－ヘキシル基である。
【００１３】
前記第２の正孔輸送材料は、式（ＨＴＬ２－１）～（ＨＴＬ２－１８）に示す構造である
。



(10) JP 2018-507538 A 2018.3.15

10

20



(11) JP 2018-507538 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

【００１４】
本発明の上記技術手段は、従来の技術に比べて、以下の利点を有する。本発明の有機エレ
クトロルミネッセンス表示装置では、光学補償層が発光層と正孔輸送層との間に設置され
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、このような構造を用いる光学補償層は、蒸着過程で、赤色光学補償層と赤色発光層が同
一グループのマスクを用いて製造され、緑色光学補償層と緑色発光層が同一グループのマ
スクを用いて製造され、マスクＭａｓｋの繰り返し位置合わせを避け、ある程度でプロセ
ス精度を向上させることができる。これは、マスクの毎回の位置合わせには一定の誤差が
存在するので、位置合わせ回数が少なくなれば、誤差が少なくなり、製品の歩留まりが高
くなるためである。
【００１５】
また、本発明の発明者は、創造的な研究により、三重項エネルギーレベルの高い材料と移
動度の高い材料との組み合わせを本発明の光学補償層として用い、かつＨＯＭＯエネルギ
ーレベル差が≦０．２ｅＶであるように要求するので、必要に応じて光学補償層を様々な
厚さに製造することにより、発光効率もデバイスの駆動電圧も影響されない。両者のＨＯ
ＭＯエネルギーレベル差が大きすぎる場合、第１の正孔輸送材料は、緑色光励起子を阻止
するという作用を果たすことができない。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
本発明の内容をより明瞭に理解しやすくするために、以下、本発明の具体的な実施形態及
び図面を組み合わせて、本発明をさらに詳細に説明する。
【図１】従来の技術の発光デバイスの概略構造図である。
【図２】別の従来の技術の発光デバイスの概略構造図である。
【図３】本発明の発光デバイスの概略構造図である。
【００１７】
図面符号の説明：
１－第１の電極層、２－正孔注入層、３－正孔輸送層、４－赤色発光層、５－緑色発光層
、６－青色発光層、７－電子輸送層、８－第２の電極層、９－光学的結合層、１０－赤色
光学補償層、１１－緑色光学補償層、１２－第１の有機機能層、１３－第２の有機機能層
【発明を実施するための形態】
【００１８】
本発明の目的、技術手段及び利点をより明らかにするために、以下、図面を参照しながら
、本発明の実施形態をさらに詳細に説明する。本発明は、ここで記載される実施例に限定
されるものではなく、様々な形態で実施することが可能であると理解すべきである。逆に
、これらの実施形態を提供することにより、本開示は、徹底し完全になり、かつ、当業者
に本発明の思想を十分に伝達することができ、本発明は、特許請求の範囲にのみ限定され
る。図面において、明瞭化のために、層及び領域のサイズ及び相対的サイズを誇張してい
る場合がある。素子、例えば層、領域又は基板が別の素子の「上」に「形成される」又は
「設置される」と記載される場合、該素子は、前記別の素子に直接設置されても、それら
の間に介在している素子が存在してもよいと理解すべきである。逆に、素子が別の素子に
「直接形成される」又は「直接設置される」と記載される場合、それらの間に介在してい
る素子が存在しない。
【００１９】
図３は、本発明のＲＧＢ画素領域を有する有機エレクトロルミネッセンス装置の概略構造
図である。前記ＲＧＢ画素領域を有する有機エレクトロルミネッセンス装置は、基板（図
示せず）と、前記基板上に順に形成された第１の電極層１（陽極層）、複数の有機層、第
２の電極層８（陰極層）及び光学的結合層９とを含み、前記有機層は、第１の電極層１上
に設置された第１の有機機能層１２、発光材料層及び第２の有機機能層１３を含み、前記
発光材料層は、厚さがそれぞれＨＲ、ＨＧ、ＨＢの赤色発光層４、緑色発光層５及び青色
発光層６を含み、ＨＢ＞ＨＧ＞ＨＲであり、前記赤色発光層４及び緑色発光層５と前記第
１の有機機能層１２との間に光学補償層が設置され、前記光学補償層は、第１の正孔輸送
材料及び第２の正孔輸送材料で製造され、前記第１の正孔輸送材料の三重項エネルギーレ
ベルが≧２．４８ｅＶであり、ＨＯＭＯエネルギーレベルが≦－５．５ｅＶであり、前記
第２の正孔輸送材料のＨＯＭＯエネルギーレベルが＞－５．５ｅＶであり、かつ前記第１
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る。
【００２０】
前記光学補償層は、前記赤色発光層４と前記第１の有機機能層１２との間に設置された赤
色光学補償層１０と、前記緑色発光層５と前記第１の有機機能層との間に設置された緑色
光学補償層１１とを含む。前記赤色光学補償層１０における第１の正孔輸送材料と第２の
正孔輸送材料の質量比は１：９９～９９：１であり、好ましくは１０：９０～３０：７０
である。前記緑色光学補償層１１における第１の正孔輸送材料と第２の正孔輸送材料の質
量比は５：９５～５０：５０であり、好ましくは１０：９０～３０：７０である。
【００２１】
前記第１の正孔輸送材料は、式（１）又は式（２）に示す構造である。

ここで、式（１）において、前記ＡとＢは、それぞれ独立してフェニル基、ナフチル基又
はフェニルアミノ基から選択され、
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、Ｒ１５、Ｒ１６、Ｒ１７及びＲ１８

は、同一でも異なってもよく、それぞれ独立して水素元素、ハロゲン元素、ＣＮ、ＮＯ２

、アミノ基、Ｃ６－Ｃ３０の縮合環アリーレン基、Ｃ６－Ｃ３０の縮合複素環アリーレン
基、Ｃ６－Ｃ２０のアルキル基又はＣ６－Ｃ３０のアルコール基から選択され、
Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１及びＲ１２は、同一でも異なってもよく、それぞれ独立してＣ６－
Ｃ３０のアリール基から選択され、
式（２）において、Ａ１とＡ２は、それぞれ独立してＣ６－Ｃ３０のアリール基又はＣ６

－Ｃ３０の複素環式アリール基から選択され、Ｒ１’は、水素、アルキル基、アルコキシ
基又は塩基であり、
また、式（２）は同時に以下の条件を満たし、
Ａ１又はＡ２の少なくとも１つは、環状縮合構造を有する。
【００２２】
前記第１の正孔輸送材料は、式（ＨＴＬ１－１）～（ＨＴＬ１－１０）に示す構造である
。
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【００２３】
第２の正孔輸送材料は、式（３）、式（４）、式（５）又は式（６）に示す構造のインデ
ノフルオレン誘導体である。
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　前記ＡとＢは、それぞれ独立してフェニル基、ナフチル基又はフェニルアミノ基から選
択され、
Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１及びＲ１２は、同一でも異なってもよく、それぞれ独立してＣ６－
Ｃ３０のアリール基から選択され、
Ｒ１３は、Ｃ１－Ｃ６のアルキル基又はヒドロキシ基であり、好ましくは、前記Ｒ１３は
、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、ｎ－ア
ミル基又はｎ－ヘキシル基である。
【００２４】
前記第２の正孔輸送材料は、式（ＨＴＬ２－１）～（ＨＴＬ２－１８）に示す構造である
。
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【００２５】
前記基板は、ガラス基板又は可撓性基板を選択することができる。前記第１の電極層（陽
極層）は、無機材料又は有機導電性ポリマーを用い、無機材料は、一般的に酸化インジウ
ムスズ、酸化亜鉛、酸化インジウム亜鉛等の金属酸化物、又は金、銅、銀等の仕事関数が
高い金属であり、好ましくは酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）であり、有機導電性ポリマー
は、好ましくはポリチオフェン／ポリスチレンスルホン酸ナトリウム（以下、ＰＥＤＯＴ
：ＰＳＳと略称する）、ポリアニリン（以下、ＰＡＮＩと略称する）のうちの１種の材料
である。
【００２６】
前記第２の電極層８（陰極層）は、一般的にリチウム、マグネシウム、カルシウム、スト
ロンチウム、アルミニウム、インジウム等の仕事関数が低い金属、金属化合物又は合金を
用い、本発明では、好ましくは電子輸送層７にＬｉ、Ｋ、Ｃｓ等の活性金属をドープし、
該活性金属は、好ましくはアルカリ金属化合物を蒸着する方法で得られる。
【００２７】
前記正孔注入層２（ＨＩＬ）の基質材料は、好ましくはＨＡＴ又は４，４’，４’’－ト
リス［（３－メチルフェニル）フェニルアミノ］トリフェニルアミン（ｍ－ＭＴＤＡＴＡ
）、４，４’，４’’－トリス［２－ナフチル（フェニル）アミノ］トリフェニルアミン
（２－ＴＮＡＴＡ）である。
【００２８】
前記正孔輸送層３（ＨＴＬ）の基質材料は、芳香族アミン系及びグラフトポリマー系の低
分子材料を用い、好ましくはＮ，Ｎ’－ジ－（１－ナフチル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニルベ
ンジジン（ＮＰＢ）である。
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【００２９】
前記電子輸送層７の材料は、Ａｌｑ３、Ｂｐｈｅｎ、ＢＡｌｑから選択されたが、以下の
材料から選択されてもよい。

【００３０】
青色発光層６は、一般的に、そのホスト材料がＡＤＮ及びその誘導体から選択され、その
染料が式（ＢＤ－１）又は式（ＢＤ－２）に示す材料から選択される。

【００３１】
赤色発光層４は、一般的に、Ｉｒ（ｐｉｑ）３、Ｉｒ（ｐｉｑ）２（ａｃａｃ）、Ｂｔｐ

２Ｉｒ（ａｃａｃ）、　Ｉｒ（ＭＤＱ）２（ａｃａｃ）、Ｉｒ（ＤＢＱ）２（ａｃａｃ）
、Ｉｒ（ｆｂｉ）２（ａｃａｃ）、Ｉｒ（２－ｐｈｑ）３、Ｉｒ（２－ｐｈｑ）２（ａｃ
ａｃ）、　Ｉｒ（ｂｔ）２（ａｃａｃ）又はＰｔＯＥＰ等を用いる。
【００３２】
緑色発光層５は、一般的に、Ｉｒ（ｐｐｙ）３、Ｉｒ（ｐｐｙ）２（ａｃａｃ）等を用い
る。
【００３３】
本発明の主な化学物質の構造式を以下のとおり説明する。
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【００３４】
以下、複数の実施例を挙げて、図面と組み合わせて本発明の技術手段を具体的に説明する
。以下の実施例は、本発明を限定するものではなく、本発明を理解しやすくするために例
示したものに過ぎないことを注意すべきである。実施例１～１４における有機エレクトロ
ルミネッセンス表示装置は、以下の構造を用い、それらは、赤色光補償層１０と緑色光補
償層１１の材料が異なるという点で相違する。
【００３５】
青色発光領域１５（図３における最も左側の点線枠内）は、
ＩＴＯ／ＨＡＴ（１０ｎｍ）／ＭＴＤＡＴＡ（１００ｎｍ）／ＮＰＢ（２０ｎｍ）／ＡＤ
Ｎ（３０ｎｍ）：ＢＤ－１／ＥＴＬ－１（３５ｎｍ）／Ｍｇ：Ａｇ（２０ｎｍ）／ＭＴＤ
ＡＴＡ（５０ｎｍ）であり、
緑色発光領域１４（図３における中央の点線枠内）は、
ＩＴＯ／ＨＡＴ（１０ｎｍ）／ＭＴＤＡＴＡ（１００ｎｍ）／ＮＰＢ（２０ｎｍ）／ＨＴ
Ｌ１：ＨＴＬ２（６０ｎｍ）／ＣＢＰ（３０ｎｍ）：Ｉｒ（ｐｐｙ）３／ＥＴＬ－１（３
５ｎｍ）／Ｍｇ：Ａｇ（２０ｎｍ）／ＭＴＤＡＴＡ（５０ｎｍ）であり、
赤色発光領域１３（図３における最も右側の点線枠内）は、
ＩＴＯ／ＨＡＴ（１０ｎｍ）／ＭＴＤＡＴＡ（１００ｎｍ）／ＮＰＢ（２０ｎｍ）／ＨＴ
Ｌ１：ＨＴＬ２（１１０ｎｍ）／　ＣＢＰ（３０ｎｍ）：Ｉｒ（ｍｄｑ）２（ａｃａｃ）
／ＥＴＬ－１（３５ｎｍ）／Ｍｇ：Ａｇ（２０ｎｍ）／ＭＴＤＡＴＡ（５０ｎｍ）である
。
【００３６】
実施例１
ここで、第１の正孔輸送材料は、ＨＴＬ１の式ＨＴＬ１－１に示す構造であり、第２の正
孔輸送材料は、ＨＴＬ２の式ＨＴＬ２－１に示す構造である。赤色光補償層１０では、第
１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－１と第２の正孔輸送材料ＨＴＬ２－１の質量比は５０：５０
である。緑色光補償層１１では、第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－１と第２の正孔輸送材料
ＨＴＬ２－１の質量比は５０：５０である。
【００３７】
実施例２
ここで、第１の正孔輸送材料は、ＨＴＬ１の式ＨＴＬ１－２に示す構造であり、第２の正
孔輸送材料はＨＴＬ２の式ＨＴＬ２－２に示す構造である。赤色光補償層１０では、第１
の正孔輸送材料ＨＴＬ１－２と第２の正孔輸送材料ＨＴＬ２－２の質量比は１：９９であ
る。緑色光補償層１１では、第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－２と第２の正孔輸送材料ＨＴ
Ｌ２－２の質量比は５０：５０である。
【００３８】
実施例３
ここで、第１の正孔輸送材料は、ＨＴＬ１の式ＨＴＬ１－３に示す構造であり、第２の正
孔輸送材料は、ＨＴＬ２の式ＨＴＬ２－３に示す構造である。赤色光補償層１０では、第
１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－３と第２の正孔輸送材料ＨＴＬ２－３の質量比は９９：１で
ある。緑色光補償層１１では、第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－３と第２の正孔輸送材料Ｈ
ＴＬ２－３の質量比は９５：５である。
【００３９】
実施例４
ここで、第１の正孔輸送材料は、ＨＴＬ１の式ＨＴＬ１－４に示す構造であり、第２の正
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孔輸送材料は、ＨＴＬ２の式ＨＴＬ２－１８に示す構造である。赤色光補償層１０では、
第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－４と第２の正孔輸送材料ＨＴＬ２－１８の質量比は９０：
１０である。緑色光補償層１１では、第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－４と第２の正孔輸送
材料ＨＴＬ２－１８の質量比は５：９５である。
【００４０】
実施例５
ここで、第１の正孔輸送材料は、ＨＴＬ１の式ＨＴＬ１－５に示す構造であり、第２の正
孔輸送材料は、ＨＴＬ２の式ＨＴＬ２－１６に示す構造である。赤色光補償層１０では、
第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－５と第２の正孔輸送材料ＨＴＬ２－１６の質量比は７０：
３０である。緑色光補償層１１では、第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－５と第２の正孔輸送
材料ＨＴＬ２－１６の質量比は１５：８５である。
【００４１】
実施例６
ここで、第１の正孔輸送材料は、ＨＴＬ１の式ＨＴＬ１－６に示す構造であり、第２の正
孔輸送材料はＨＴＬ２の式ＨＴＬ２－１５に示す構造である。赤色光補償層１０では、第
１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－６と第２の正孔輸送材料ＨＴＬ２－１５の質量比は４０：６
０である。緑色光補償層１１では、第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－６と第２の正孔輸送材
料ＨＴＬ２－１５の質量比は４０：６０である。
【００４２】
実施例７
ここで、第１の正孔輸送材料は、ＨＴＬ１の式ＨＴＬ１－７に示す構造であり、第２の正
孔輸送材料は、ＨＴＬ２の式ＨＴＬ２－１４に示す構造である。赤色光補償層１０では、
第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－７と第２の正孔輸送材料ＨＴＬ２－１４の質量比は５０：
５０である。緑色光補償層１１では、第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－７と第２の正孔輸送
材料ＨＴＬ２－１４の質量比は３０：７０である。
【００４３】
実施例８
ここで、第１の正孔輸送材料は、ＨＴＬ１の式ＨＴＬ１－８に示す構造であり、第２の正
孔輸送材料はＨＴＬ２の式ＨＴＬ２－１３に示す構造である。赤色光補償層１０では、第
１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－８と第２の正孔輸送材料ＨＴＬ２－１３の質量比は３５：６
５である。緑色光補償層１１では、第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－８と第２の正孔輸送材
料ＨＴＬ２－１３の質量比は２５：７５である。
【００４４】
実施例９
ここで、第１の正孔輸送材料は、ＨＴＬ１の式ＨＴＬ１－９に示す構造であり、第２の正
孔輸送材料は、ＨＴＬ２の式ＨＴＬ２－１２に示す構造である。赤色光補償層１０では、
第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－９と第２の正孔輸送材料ＨＴＬ２－１２の質量比は９０：
１０である。緑色光補償層１１では、第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－９と第２の正孔輸送
材料ＨＴＬ２－１２の質量比は４５：５５である。
【００４５】
実施例１０
ここで、第１の正孔輸送材料は、ＨＴＬ１の式ＨＴＬ１－１０に示す構造であり、第２の
正孔輸送材料は、ＨＴＬ２の式ＨＴＬ２－１１、ＨＴＬ２－６に示す構造である。赤色光
補償層１０では、第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－１０と第２の正孔輸送材料ＨＴＬ２－１
１の質量比は４５：５５である。緑色光補償層１１では、第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－
１０と第２の正孔輸送材料ＨＴＬ２－６の質量比は１０：９０である。
【００４６】
実施例１１
ここで、第１の正孔輸送材料は、ＨＴＬ１の式ＨＴＬ１－１に示す構造であり、第２の正
孔輸送材料は、ＨＴＬ２の式ＨＴＬ２－１０に示す構造である。赤色光補償層１０では、
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第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－１と第２の正孔輸送材料ＨＴＬ２－１０の質量比は９５：
５である。緑色光補償層１１では、第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－６と第２の正孔輸送材
料ＨＴＬ２－１０の質量比は５：９５である。
【００４７】
実施例１２
ここで、第１の正孔輸送材料は、ＨＴＬ１の式ＨＴＬ１－３に示す構造であり、第２の正
孔輸送材料は、ＨＴＬ２の式ＨＴＬ２－９、ＨＴＬ２－１７に示す構造である。赤色光補
償層１０では、第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－３と第２の正孔輸送材料ＨＴＬ２－１７の
質量比は５５：４５である。緑色光補償層１１では、第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－３と
第２の正孔輸送材料ＨＴＬ２－９の質量比は２０：８０である。
【００４８】
実施例１３
ここで、第１の正孔輸送材料は、ＨＴＬ１の式ＨＴＬ１－５に示す構造であり、第２の正
孔輸送材料は、ＨＴＬ２の式ＨＴＬ２－８、ＨＴＬ２－４に示す構造である。赤色光補償
層１０では、第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－５と第２の正孔輸送材料ＨＴＬ２－８の質量
比は５５：４５である。緑色光補償層１１では、第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－５と第２
の正孔輸送材料ＨＴＬ２－４の質量比は２０：８０である。
【００４９】
実施例１４
ここで、第１の正孔輸送材料は、ＨＴＬ１の式ＨＴＬ１－８に示す構造であり、第２の正
孔輸送材料は、ＨＴＬ２の式ＨＴＬ２－５、ＨＴＬ２－７に示す構造である。赤色光補償
層１０では、第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－８と第２の正孔輸送材料ＨＴＬ２－７の質量
比は３０：７０である。緑色光補償層１１では、第１の正孔輸送材料ＨＴＬ１－８と第２
の正孔輸送材料ＨＴＬ２－５の質量比は４０：６０である。
【００５０】
比較例
青色発光領域１５（図３における最も左側の点線枠内）は、ＩＴＯ／ＨＡＴ（１０ｎｍ）
／ＭＴＤＡＴＡ（１００ｎｍ）／ＮＰＢ（２０ｎｍ）／ＡＤＮ（３０ｎｍ）：ＢＤ－１／
ＥＴＬ－１（３５ｎｍ）／Ｍｇ：Ａｇ（２０ｎｍ）／ＭＴＤＡＴＡ（５０ｎｍ）であり、
緑色発光領域１４（図３における中央の点線枠内）は、ＩＴＯ／ＨＡＴ（１０ｎｍ）／Ｍ
ＴＤＡＴＡ（１６０ｎｍ）／ＮＰＢ（２０ｎｍ）／ＣＢＰ（３０ｎｍ）：Ｉｒ（ｐｐｙ）
３／ＥＴＬ－１（３５ｎｍ）／Ｍｇ：Ａｇ（２０ｎｍ）／ＭＴＤＡＴＡ（５０ｎｍ）であ
り、
赤色発光領域１３（図３における最も右側の点線枠内）は、ＩＴＯ／ＨＡＴ（１０ｎｍ）
／ＭＴＤＡＴＡ（２１０ｎｍ）／ＮＰＢ（２０ｎｍ）／ＣＢＰ（３０ｎｍ）：Ｉｒ（ｍｄ
ｑ）２（ａｃａｃ）／ＥＴＬ－１（３５ｎｍ）／Ｍｇ：Ａｇ（２０ｎｍ）／ＭＴＤＡＴＡ
（５０ｎｍ）である。
【００５１】
デバイスの性能テストは以下のとおりである。
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【００５２】
テスト結果から示すように、本発明の光学補償層は、エネルギーレベルの高い正孔輸送材
料と移動度の高い正孔輸送材料の組み合わせを用いることにより、赤色発光層及び緑色発
光層の発光効率を大幅に向上させることができる。
【００５３】
明らかに、上記実施例は、実施形態を限定するものではなく、明確に説明するために例示
したものに過ぎない。当業者であれば、上記説明を基に種々の変形又は変更を行うことが
できる。ここで、全ての実施形態を列挙する可能性も必要性もない。これから導出した明
らかな変形又は変更は、すべて本発明の保護範囲内に含まれるべきである。
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